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Известно, что наноразмерные гетеролазеры ИК диапазона являются важным элементом лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения и оптических систем связи. При этом все эти системы нуждаются в разработке методов быстрой перестройки, частоты, поляризации и направления источников излучения. 
Нами впервые были начаты исследования воздействия ультразвуковой деформации на спектральные характеристики генерируемого излучения InGaAsP/InP гетеролазеров. 
Главные результаты [1-3] проведенных ранее исследований: а) демонстрация того, что в исследованных структурах можно управлять быстрой и непрерывной периодической перестройкой спектра гетеролазеров с сохранением спектрального распределения и неизменной интенсивности излучения;  б) выявление возможностей управления направлением генерируемого излучения.  

В последнее время наше внимание направлено на новый аспект деформационного воздействия: влияние ультразвуковой деформации на тонкий спектр квантовых состояний носителей заряда в активной зоне лазерной гетероструктуры, определяющий поляризационные свойства излучения. При исследовании InGaAsP/InP гетеролазеров показано [4], что введение переменой деформации приводит к повороту направлении поляризации с периодичностью изменения деформации. Происходит это вследствие смешивания волновых функций лёгких и тяжёлых дырок в квантовой яме. 

В данной работе будут представлены новые результаты поляризационных исследований в лазерных структурах InGaAs/GaAs на квантовой яме и  GaAs /InGaAs на квантовых точках. Главным важным результатом является воспроизведение эффекта поворота направления поляризации в присутствии ультразвуковой деформации не только в структурах на квантовой яме, но и на квантовых точках. Последнее обстоятельство, видимо, свидетельствует о весьма эффективной самоорганизации квантовых точек в исследованных структурах. Получены оценки энергетических параметров структур. Следует отметить, что помимо вышеописанной общности, в структурах InGaAs/GaAs на квантовой яме нами наблюдались необычные явления, обусловленные конкуренцией основной, линейно поляризованной, компоненты  излучения и менее интенсивной (когерентной с основной) с перпендикулярным направлением поляризации. Механизмы наблюдаемых явлений обсуждаются. 
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